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現在, さまざまなレーザーが実用化されている, 

中でも半導体レーザーの小型, 高効率, 安価と
いった特徴から様々な用途のものが実現されて
いる. 一方でリソグラフィ等の分野で用いる真空
紫外領域ではエキシマレーザーが主流である . 

既存の半導体材料で有望な材料としてAlN(バン
ドギャップ Eg=6.3eV)が存在するが, 波長 200nm

以下の半導体レーザーを実現するにはよりバン
ドギャップの大きい材料が望まれる.  

我々は大きなバンドギャップを持ち結晶作製の
容易な I-VII 族結晶に注目した. 具体的には
NaCl 結晶である. NaCl 結晶バンドギャップは
8.5eV であり, これを発光素子に利用できれば
150nm以下発光波長をもつ EL素子が実現可能
である. しかしながらイオン電導の文献[1]は見当
たるものの, ドナーやアクセプターのドーピング
に成功したとの事例報告はない. 我々はNaCl結
晶を用いた EL素子の実現を最終目的に今回結
晶作製について報告する. 

結晶成長のために, 無秩序な方向への成
長を抑え方向を揃えた成長が可能で, 濃度
の違いができることからブリッジマン法[2]を
採用した. ブリッジマン法の原理は, 最初の 

段階で成長する領域を小さく限定し, 成長の核発
生を制御するものである. Fig.1 にブリッジマン法の
原理を示す.  

1価, 2価のイオンになる事が可能であり, 加えて
NaClに対し固溶限界の高い Cuがドナーとして働
く事を期待し, CuCl 5%と NaClを Fig.2に示される
ように先端を細く絞った容器に,封じ, 融解させた
後, 電気炉をゆっくり移動させて冷却・固化させた.  

作製した結晶を濃度ごとに分類し, それぞれの
電気伝導性の測定を行った結果, Cu が含まれて
ない結晶では電気伝導性は確認できなかったが, 

Cu が含まれている結晶では電気伝導性を確認し
た. 

電気伝導性を示した NaCl(Cu)結晶の吸収スペ
クトルを Fig.2 に示す. いずれの濃度の結晶にお
いても固溶限界を超えて析出した CuCl 量子ドット
の吸収スペクトルピークがみられた. このことから, 

可視帯域で透明である結晶でも固溶体限界に達
しているといえる. 150nmの EL発光を直接観測す
る事は難しいが、析出したCuCl結晶の吸収・発光
を観測することで EL観測が容易になると考えてい
る.  

今回, Cuをドナーとして用いた電気伝導性を持
つ NaCl 結晶の作製に成功した. 今後は, 作製し
た結晶にアクセプタになりうる材料をイオン打ち込
み法等で注入し, EL 発光に関する実験を進める
予定である.  
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Fig.2: Sample and absorption spectra of NaCl 

crystal containing CuCl. 

 

Fig. 1: Bridgman method. 
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Table. 1: Wavelength list. 
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